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一种基于稳定的氧化锌场致发射体的液晶显示器背光源

李　晨　 陈　静　 雷　威　 夏　军　 王琦龙

（东南大学电子科学与工程学院，南京 ２１００９６）

摘要：利用丝网印刷的方法制备了一种基于氧化锌发射体的三极结构场致发射背光源器件．当栅极电压达
到５７０Ｖ时，阳极场发射电流密度达到０６２ｍＡ／ｃｍ２，部分阳极电流的产生是由于在栅极孔洞内侧的氧化
镁受到电子激发产生了二次电子发射．在１０００ｍｉｎ的测试过程中，平均场发射电流密度和器件亮度分别为
０４７ｍＡ／ｃｍ２和１２５０ｃｄ／ｍ２，波动小于１０％．有限元模拟计算的结果表明，栅极结构具有良好的电子束聚
焦性能．利用ＳＰＩＣＥ仿真模拟和示波器测量的方法考察了该背光源的驱动性能．稳定的场发射性能、逐行扫
描的特性和高响应速度预示了基于该三极结构的场致发射器件在液晶显示器的中具有良好的应用前景．
关键词：场致电子发射；氧化锌；背光源；响应时间
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